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결론

전계방출디스플레이분야에있어서한국, 미국, 일본및

유럽전체에대한특허출원또는등록에대해가장많은출원

및등록을한것은한국국적의SAMSUNG SDI로나타났으

며, 뒤이어일본의CANON, 한국의LG, Orion Electronic 및미

국의M i c r o n사등의출원및등록이이루어진것으로나타났

다.

한편, 미국특허에서의다출원인별기술위치를살펴본결

과, 전계방출디스플레이분야에서MOTOROLA, FUTABA,

TOSHIBA 및Candescent Technologies는특허의질적수준은

높으나Family 특허들의국가수로본시장력은평균이하인

것으로나타났고, 이에반해Micron 및E T R I는특허의질적

수준( C P P 1 ) )은좀낮으나시장력( P F S 2 ) )은강한것으로나타

났다.

기술별로특허출원동향으로살펴본결과, 전자방출원기

술은최근평면형및C N T형으로연구가이루어지고있는것

으로보이며, 평면형전자방출원은일본의C A N O N에서개발

한SCE(Surface-conduction Electron-emitter Display)형이주

류를이루고있는것으로보인다. 

캐소드구조기술은이를포함하는전계방출디스플레이

를행렬구동디스플레이에적합한어레이로제작하기위한

구조로볼때2극형(diode) 구조에서게이트전극을포함하

는3극형(Triode) 구조로진행되고있으며, 이에더해전자의

집속을위한집속전극을포함하는4극형(tetrode) 구조가제

안되고있는것으로나타났다.

애노드전극기술에있어서는일체전극형기술에대한특

허출원이주류를이루고있었으며, 최근한국에서는일체형

전극기술에대해휘도및색상이우수하도록하기위한노력

이이어지고있었고, 일본에서는진공아크방전에의해양극

이손상되는것을방지하기위한노력이이어지고있었다.

이러한애노드전극기술의개발은전계방출디스플레이

를포함하는플랫패널디스플레이분야에서이미오래전부

전계방출디스플레이

IP Report 분쟁대비특허정보분석보고서

※ 상기 연재 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 분쟁대비특허정보넷

(http://www.patentmap.or.kr/)에서도 보실 수 있습니다.

연 재 산업분야 세 부 분 야 과 제 명

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 1 )

2007. 1월호 정보/통신 D R M ( 1 ) 제1장기술의개요

정보/통신 텔레매틱스단말기( 1 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 2 )

2007. 2월호 정보/통신 D R M ( 2 ) 제2장전체특허동향

정보/통신 텔레매틱스단말기( 2 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 3 )

2007. 3월호 정보/통신 D R M ( 3 ) 제3장심층특허분석

정보/통신 텔레매틱스단말기( 3 )

기계/금속/건설 차량용블랙박스( 4 )

2007. 4월호 정보/통신 D R M ( 4 ) 제4장결론

정보/통신 텔레매틱스단말기( 4 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 1 )

2007. 5월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 1 ) 제1장기술의개요

전기/전자 반도체평탄화기술( 1 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 2 )

2007. 6월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 2 ) 제2장전체특허동향

전기/전자 반도체평탄화기술( 2 )

전기/전자 전계방출디스플레이( 3 )

2007. 7월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 3 ) 제3장심층특허분석

전기/전자 반도체평탄화기술( 3 )

전기/전자 전계방출 디스플레이( 4 )

2007. 8월호 전기/전자 AMOLED LTPS 기술( 4 ) 제4장결론

전기/전자 반도체평탄화기술( 4 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 1 )

2007. 9월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 1 )

제1장기술의개요
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 1 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 1 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 2 )

2007. 10월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 2 )

제2장전체특허동향
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 2 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 3 1 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 3 )

2007. 11월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 3 )

제3장심층특허분석
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 3 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 3 )

화학/생명공학 서방형약물 전달시스템( 4 )

2007. 12월호
화학/생명공학 나노의약품개발기술( 4 )

제4장결론
화학/생명공학 고분자전해질연료전지( 4 )

화학/생명공학 항비만기능성식품소재및제품 ( 4 )
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터개발이이루어지고있는기술로서, 전계방출디스플레이

분야에서만보면최근까지도아크발생으로인한손상방지

및휘도및색상향상을위한노력이필요한실정인것으로

보인다.

현재블랙매트릭스의재료로는통상전기적전도성을갖

는카본블랙등이사용되고있으며, 그에따라외부에서입

사되는빛의반사를줄여명암비값을증가시키기위한노력

으로저반사율을갖는구조에대한연구가이어지고있다.

한편, 블랙매트릭스기술은최근까지도형광체층으로부

터의픽셀간의크로스토크의발생을방지하기위한노력이

이어지고있으며, 이와더불어서로다른화소의형광체패턴

을확실하게구분하여화소간색번짐을막음으로써밝기를

향상시키기위한노력도계속병행되어질것으로보인다.

형광체의재료기술에서는최근까지한결같이전자와의

충돌시박리되는것을방지하기위한노력과저전압형광체

개발에대한노력등이계속적으로이어지고있는것으로보

이며, 저전압형광체중에서도청색및녹색발광을위한형광

체개발, 특히이들의열화발생으로인한발광휘도저하를방지

하기위한노력이최근에이루어지고있는것으로나타났다.

스페이서기술에관해서는현재까지도많은시도가이루

어지고있으며, 예컨대저전압용F E D를위한구형스페이서

에서부터고전압용F E D를위해높은a s p e c t - r a t i o를갖는막

대혹은스트라이프형에이르기까지다양하다.

스페이서는전자빔과상호작용하여2차전자를발생시키

고외벽에전하의누적이발생할수있는데, 이러한전하의

누적은전자빔을휘게하여표시성능을저하시킬수있고, 애

노드와캐소드간에전기적파괴현상을유발할수있기때문

에이에대한해결방안이요구되고있다.

이와같이스페이서는기계적으로강해야하고, 주변의진

공과잘상응할수있어야하며, 높은전기적파괴전압을갖

는것외에도애노드와캐소드간에누설전류를최소화시킬

수있을만큼전기저항값이높아야한다. 반면에, 저항값은

축적된전하가방전될수있고, 2차전자방출이최소화될수

있을만큼충분히낮아야하며, 사람의눈에보이지않을만

큼가늘어야하는요구사항들을충족할수있는스페이서구

조개발이절실히요구되고있는실정이다.

현재게터기술은F E D의기하학적구조상사용될수있는

모양이나양에있어서상당한제약이따르며, 애노드와캐소

드간의공간이매우좁고가스분자들이가스방출원으로부

터게터까지확산하여가는도중에표면과충돌하기때문에

채널을통한가스분자들의흐름이원할치못하다는문제점

이있다.

이와같이제한된컨덕턴스로인하여좁은공간에서의모

양이나양에대한게터실장구조기술개발이계속진행되고

있으며, 이와더불어가능한게터를잔여가스원에가까이위

치시키거나, 활성화되는시간을단축시키기위한노력도현

재까지계속이어지고있는것으로보인다.

진공실장기술에서는현재두가지실장방법이사용되고

있으며, 튜브를통한실장방법과, 진공인-라인실장방법이

있다.

현재실장은대부분이튜브배기방식으로이루어지고있

는데, 애노드판과캐소드판을봉합할시발생되는전극의

산화문제라던가배기공정시발생하는변형문제및애노드

판과캐소드판사이의얼라인문제등과같이게터기술과

스페이서기술에서의문제점이해결된다면실장구조문제

는해결될수있을것으로전망하고있다.

구동방식기술에서는다수의전자방출소자로되는멀티

전자원이나, 대화면구현에서의형광막두께의불규칙함등

으로인한휘도의불균일성을방지하기위한노력이최근까

지도이어지고있으며, 이를위해소정의보정수단에의해계

산된보정치만큼구동신호의진폭혹은시간폭을보정함으

로써이를해결하려는노력이이어지고있다.

그중PWM 방식은하나의소자의계조성을올리기위해

서는펄스폭변조의기준클락(동작주파수)을높일필요가

있고, 구동회로의고비용화나소비전력의증대등을초래한

다는문제점이있기때문에이를해결할수있는방안을모색

하여야한다.

그리고, PAM 방식은일반적인전자방출소자가전압치에

대하여비선형적인전자방출특성을나타내고,그방출전자의

변화량도크기때문에안정된휘도제어가곤란하다는문제점

이있어이를해결할수있는방안이모색되어야한다.

1) CPP(Cites Per Patent): 특정특허권자의특허들이이후 등

록되는특허들에의해인용되는회수의평균값으로, 이값이클

수록주요특허또는원천특허를많이가지고있다는것을의미

2) PFS(Patent Family Size): 

전기·전자




